
XXXVIII OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJZawody III stopniaZadania dla grupy elektryczno-elektronicznejZadanie 1Na rysunku Rys.1 przedstawiono tªumik rezonansowy. Znaj¡c parametry oraz warto±ci wy-branych elementów: L1 = 10; 6 mH, C1 = 240 pF, C3 = 120 pF, RG = R0 = 50 
, Q2 = 50(dobro¢ obwodu rezonansowego L2, C2, R2 ) obliczy¢ warto±ci nieznanych rezystorów, konden-satorów i dªawików.Dla cz¦stotliwo±ci rezonansowej fR tªumik jest symetryczny, pracuje w stanie dopasowaniado ¹ródªa sygnaªu oraz odbiornika i ma tªumienie k = U0U1 równe 6 dB.
 Rys.1. Tªumik rezonansowy Autor: Bronisªaw StecKoreferent: Paweª Fabija«skiPatronem honorowym OWT jest Minister Gospodarki.Partnerami medialnymi OWT sa:- Przegl¡d Techniczny,- Przegl¡d Mechaniczny.Sponsorami XXXVIII OWT sa:- Grupa Kapitaªowa PSE Operator SA,- Fundacja PGNiG im. Ignacego �ukasiewicza,- Instytut Mechnizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego,- Stowarzyszenie In»ynierów i Techników Przemysªu Materiaªów Budowlanych.1



Zadanie 2Do wanny galwanizerskiej wªo»ono 10 pr¦tów o ±rednicy d = 80mm i dªugo±ci l = 400mm iprzeprowadzono proces niklowania, który trwaª t = 12 godzin. Wanna jest zasilana z zasilaczapr¡du staªego. Napi¦cie na zaciskach zasilacza w trakcie procesu jest równe: U = 3; 8 V. Jakajest g¦sto±¢ pr¡du jak¡ ustawiono na zasilaczu podczas procesu oraz ile energii elektrycznejdostarczono do wanny, je»eli sprawno±¢ procesu jest równa � = 0; 95 i do pokrycia detali zu»ytom = 2; 1 kg niklu?W kolejnych identycznych procesach zamieniono zasilacz pr¡du staªego na zasilacz impul-sowy, w którym napi¦cie wyj±ciowe ma przebieg jak na rys.1.
 Rys.1. Przebieg napi¦cia na zaciskach zasilacza impulsowegoJaki wspóªczynnik wypeªnienia impulsów D nale»y ustawi¢, aby czas i zu»ycie materiaªupodczas nakªadania powªoki byªy takie same jak przy zasilaniu pr¡dem staªym.Autor: Andrzej WójciakKoreferent: Paweª Fabija«skiZadanie 3Schemat przeksztaªtnika zbudowanego z tranzystorowego falownika napi¦cia z szeregowymobwodem rezonansowym i mostka diodowego, obci¡»onego odbiornikiem rezystancyjnym przed-stawiono na Rys.1.

 Rys.1. Schemat przeksztaªtnika rezonansowego2



Tranzystory falownika T1, T2, T3, T4 s¡ tranzystorami typu IGBT i pracuj¡ w ten sposób,»e je±li chwilowa warto±¢ napi¦cia steruj¡cego ug1(t), ug2(t), ug3(t) lub ug4(t) jest dodatnia,to dany tranzystor jest wª¡czony i mo»e przewodzi¢ pr¡d, a je±li napi¦cie steruj¡ce jest ujemneto tranzystor jest w stanie wyª¡czenia i nieprzewodzi pr¡du. Napi¦cia steruj¡ce odpowiednichpar tranzystorów T1, T4 oraz T2, T3 pokazano na Rys.2. Cz¦stotliwo±¢ sygnaªów steruj¡cychka»dej pary tranzystorów jest równa cz¦stotliwo±ci rezonansowej obwodu Lr Cr.
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 Rys.2. Przebiegi napi¦¢ steruj¡cych pary tranzystorów T1, T4 oraz T2, T3Wiedz¡c, »e Uz = 300 V, Cr = 10 �F, Lr = 9; 89 �H, Ro = 10 
, oraz zakªadaj¡c, »eelementy póªprzewodnikowe (tranzystory i diody) s¡ idealnymi ª¡cznikami, tzn. czasy zaª¡czaniai wyª¡czania s¡ zerowe, w stanie zaª¡czenia przewodz¡ dowoln¡ warto±¢ pr¡du, a napi¦cie na ichzaciskach jest równe zero, w stanie wyª¡czenia pr¡d przewodzenia jest równy zero, a napi¦ciena ich zaciskach mo»e mie¢ dowoln¡ warto±¢:1. obliczy¢ cz¦stotliwo±¢ fr fali napi¦cia wyj±ciowego falownika uR(t),2. obliczy¢ moc czynn¡ dostarczan¡ do odbiornika Ro,3. obliczy¢ warto±¢ maksymaln¡ Im oraz warto±¢ ±redni¡ Io;AV pr¡du odbiornika io(t),4. narysowa¢ wyskalowane przebiegi napi¦cia wyj±ciowego ur(t) oraz pr¡du wyj±ciowegoir(t) falownika, pr¡du zasilaj¡cego iz(t) oraz pr¡du obci¡»enia io(t).Autor: Tadeusz PªatekKoreferent: Paweª Fabija«ski3


